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1997-1998年，加拿大McMaster大学光电子材料及器件中心做访问学者 
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 研研研研究究究究领领领领域域域域 

主要从事新颖半导体器件物理及技术、半导体光电子学、半导体辐射探测器及相关电子学以及弱光探测技术及应用方面的研究工作。 

先后主持多项国家自然科学基金以及863计划、教育部、北京市的科研基金项目,研究过的课题包括GaAs MESFET、GaAs/AlGaAs HPT、高纯

区熔硅X射线探测器研究，掩埋双pn结（BDJ）波长探测器研制及其应用，硅漂移探测器（SDD）研究，硅光电倍增器（SiPM）研制及其应用等。 

  

 研研研研究生究生究生究生培培培培养养养养 

在凝聚态物理专业招收“半导体器件物理及技术”、“半导体光电子学”研研研研究方向究方向究方向究方向的博士和硕士研究生。研究生毕业后主要去向包括国内

外科研、教育机构，高新技术公司，政府机构等。 

研究生既要学习和掌握涉及半导体材料、半导体器件、激光技术以及电子学等方面的基础理论知识，接受严格的独立开展科学研究的训

练，还要钻研和掌握半导体器件物理、半导体器件制作工艺、新颖半导体探测器研制、弱光探测技术及应用方面的专业知识及实验技能。 
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